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研究目的

電子回路における信頼性の問題

Process(プロセス)

Voltage(電源電圧)

Temperature(温度)

今回
温度に依存しない定電流源



5/14

OUTLINE

• 研究目的

• MOS FET の温度特性

• 自己バイアスを用いた提案回路

• まとめ



6/14

MOS FETの温度特性

DC解析 𝑉𝑔𝑠 : 0 ～ 2.0V

チャネル幅W : 20μm

チャネル長L  : 0.2μm

Id

５V

MOS FET : tsmc0.18μmプロセス

電流が温度に依存しないゲート電圧𝑉𝒑 : 0.5V

閾値𝑉𝑡ℎ : 0.25V

高温: ID↑

低温: ID↑

0℃
50℃
100℃
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提案回路

自己バイアスを用いた提案回路
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各MOS FETと抵抗の役割

ゲート電圧設定用
抵抗

カスコード
カレントミラー回路

出力電流用 MOS

ネガティブ
フィードバック用
MOS

ⅠOUT

2 1

2

1

1

2
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主電流用MOSの各ゲート電圧

NMOS閾値電圧
𝑉𝑡ℎ=0.25V

𝐌𝐍𝟐ゲート電圧

𝐌𝐍4ゲート電圧

𝑉𝒑 : 0.5V
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提案回路のシミュレーション条件

スタートアップ回路

ⅠOUT
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出力電流 IOUTと各温度での誤差
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まとめ

• まとめ

• MOS ドレイン電流のゲート電圧による温度特性を利用し、

温度不感MOS基準電流源を考案した。

• LTspiceシミュレーションにより効果を確認した。

• 今後の課題

• 提案回路の各素子の製造ばらつきによる影響の検証

• 実チップでの動作検証


